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Opis wynalazku 

z-
systemach kontrolno-pomiarowych. 

-Speed, AII-MOS 
Successive-
Solid-State Circuits Conference, February 12, 1975, str. 38   
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jest przy 
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-Speed, AII-MOS Successive-

-State 
Circuits Conference, February 12, 1975, str. 38  39) analogowo-

cyjnego 
j-

e-
 komparatorem, a kolejne 

 suk-
cesywnej aproksymacji zawiera -1 
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j-

o-
n-
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o-
n-

 do 
m j-

 za po-
 

 
e w czasie trwania 

 
o-
e-
i-

su

deks jest okre-

o-
e-

a   
rwszego kompa-

dniesienia. 
m-
u-

e k-
 

m-
j-

 

o, przy 

 

 

k-
u-

chomy jest zwarty z jego pierwszym stykiem nieruchomym, a drugi styk nieruchomy tego prze-
a-

o-
z-
o-



PL 220 486 B1 5

a-

k-

o-
j-

 
n-
o-

o-
w-

jem-
r

o styk ruchomy jest zwarty 
 

 

a-
r

 
e-

go styk ruchomy jest zwarty 
te

  

 

d-
a-

 
Zastosowanie dodatkowego kondensator

k-

k
z-

nego zgroma  

 
Fig. 1   , 
Fig. 2   relaksacji, 
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Fig. 3   n-
densatorze Cn-1 , 

Fig. 4   x , 
Fig. 5   schemat i do 

kondensatora docelowego Ck, 
Fig. 6   n w stanie relaksacji, 
Fig. 7   z-

n, 
Fig. 8   n-

i do kondensatora docelowego Ck, dla i=n oraz k=n-1, 
Fig. 9  k-

trycznego w kondensatorze n i w kondensatorze Cn-1 

 

A 
Cn-1, Cn-2 C1, C0, A  

o-
Cn-1 o  

w zespole A rwa e-
CM 

K2 Un-1 Cn-1 
na UL. n-

A 
 drugiego 

komparatora K2 
UL. 

CM, po czym konden-
satorowi Cx  A y-

CM Ci n-
Ci CM, wpisu-

Cx

A Ci przypi-
 CM Ck, 

Ck CM
Ci. Na-

Ci 
I do kondensatora docelowego Ck a-

ratora K2  Uk  kondensatorze docelowym Ck 
odniesienia UL K1 a-

 Ci. 
Ui K1 

Ci K1 
komparatora K1 CM aktualnemu kondensatorowi docelowemu Ck 

Ci su kondensatora 
Ci CM Ck,  

Ck A 
o-
Ck 

I z nowego kondensatora 
Ci do nowego kondensatora docelowego Ck. Natomiast, gdy w trakcie przenoszenia 

Ci do kondensatora docelowego Ck e-
K2 Uk na kondensatorze docelowym Ck 

odniesienia UL, K2 o-
ra docelowego Ck  CM kolejnemu kondensatorowi 

A 
o-

wego Ck wego Ci do no-
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wego kondensatora docelowego Ck u-
CM K1  

i K2 docelowego Ck przez kondensa-
tor C0 A o-
ra K1 Ui Ci e-

K2 U0 C0 
ciu odniesienia UL, przy czym bitom bn-1, bn-2 b1, b0,  
kondensatorom Cn-1, Cn-2 C1, C0 A
odniesienia UL CM 

 

CM 
Cn, CM 

Cn u-
CM Ci e-

Ci CM
Cn. Natomiast kondensatorowi Cn-1 e-

spole A Ck r-
Ck CM

Cn-1 A, po czym proces przenosze
I Ci do kondensatora 

docelowego Ck K1 i K2 a  do 
Ck przez kondensator C0  

A K1 
Ui Cj 

K2 U0 satorze C0 e-
sienia UL. 

CM 
Cn-1 o A 

Cn a-
tora Cn-1 A CM y-

CM 
cemu Cn Ci

Ci CM n-
Cn, a kondensatorowi Cn-1 A 

docelowego Ck o-
wego Ck CM, Cn-1 A. 

I z konden-
Ci do kondensatora docelowego Ck j-

K1 i K2 
docelowego Ck przez kondensator C0 A w-

K1 Ui Ck wne 
 K2 U0 

kondensatorze C0 UL. 
A 

InQ E CM. Mo-
CM B

przetwarzania OutR, InG In1 i In2,  
In1 K1, 

A In2 modu-
CM K2

A A UH  
UL I

Al CM A zawiera n Cn-1, Cn-2

C1, C0, o-
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Cn-1, Cn-2 C1, C0  bn-1, bn-2 b1, b0  
B CM  Cn-1 
A SLn-1 z L

Cn-2 C1, C0 A poprzez otwar-
SLn-1 SL1, SL0. Cn-1 

SHn-1 z H d-
 Cn-2 C1, C0 A poprzez  SHn-2

SH1, SH0.  Cn-1 je SGn-1, 
o-

SGn-1 UH  
rwszego komparatora K1, z n-

Cn-2 C1, C0 A UH poprzez 
zniki SGn-2 SG1, SG0 o-

SGn-2 SG1, SG0 
L rwszej szyny 

SGall K2
UL, H d-

K1 SLn-1, SLn-2 SL1, SL0, i-
SGn-1, SGn-2 SG1, SG0, A 

In-1, In-2 I1, I0, E CM u-
SHn-1, SHn-2 SH1, SH0, SGall 

Dn-1, Dn-2 D1, C0 i Dall E CM. z-
nego InQ L SQ, 

AQ CM I 
H L I 

Al CM. 
A u-

Cn Cn 
SLn L SHn H. 

Cn 
SGn ruchomym, a drugi 

SGn UH

r SLn SGn j-
In CM SHn 

Dn CM Cn-1 k-
A SLn-1 L oraz 

po SHn-1 H Cn-1 ze-
A UH SGn-1

pierwszy styk nieruchomy prze-
SGn-1  

A 
Cn Cn-1 m-

A Cn a-
torem Cn-1 A poprzez pier L n-
satora Cn rwszy SLn L, n-
densatora Cn  SGn, 

SGn jest 
UH. u-

Cn SHn H, nato-
SLn i SGn 

 In CM SHn 
Dn CM. 

e-
u-

CM CM powo-
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In-1, In-2 I1, I0 i SLn-1, SLn-2, 
SLn, SL0 Cn-1, Cn-2 C1, C0 

A z L  SGn-1, SGn-2 SG1, SG0 i a-
Cn-1, Cn-2 C1, C0  

Dall SGall L 
Cn-1, Cn-2 C1, C0 A. Na-

CM Dn-1 
SHn-1 H L H 

CM powoduje przy pomocy 
Dn-2 D1, D0 SHn-2 SH1, SH0, a przy pomo-

AQ SQ 
InQ od szyny L Al 

 I (Fig. 2). 
CM 

InG CM Dall 
SGall L 

In-2 I1, I0 SLn-2 SL1, SL0 
Cn-2 C1, C0 od szyny L SGn-2 SG1, SG0 

 Cn-2 C1, C0 
UH, AQ e-
go SQ InQ L. CM wpro-

OutR w stan nieaktywny, przypisuje 
wszystkim bitom bn-1, bn-2 b1, b0 
kondensatorowi Cn-1 o A  

Cx

Ck CM Cn-1 
(Fig. 3). 

InQ  
w kondensatorze Cn-1 A
elektrycznego InQ L SLn-1. n-
densatorze Cx Ux a-
ne przez komparator K2 UL o  

InG Ux 
na kondensatorze Cx UL, 

CM, K2, przypisuje 
bx B y-

Ix SLx a-
dowanego kondensatora Cx od szyny L SGx 

 Cx UH. 
CM Cx n-

A 

kondensatora docelowego Ck Ix, powoduje 
SLx Cx L 

InQ SGx 
Cx o-

madzony w kolejnym kondensatorze Cx

InQ pop L SLx (Fig. 4). 
InG 

UL Ux a-
torze Cx, CM przez komparator K2, cykl jest powtarzany 

A j-
 Gdy podczas 

Cx CM u-
InG CM przy pomocy sygna-

AQ SQ a-
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dunku elektrycznego InQ od szyny L Ix powoduje 
SLx Cx od szyny L oraz jednoczesne 

SGX Cx 

pomocniczego UH, Dn-1 
SHn-1 Cn-1 od szyny H CM 
kondensatorowi Cx  k-

Ci

Ci CM, poprzez wpisanie do tego rejestru ak-
Ck CM, e-

Di SHi 
Ci H CM A  

Ci 
kondensatora docelowego Ck n-
satora docelowego Ck, zmniejszaj CM przy 

Ik SLk 
Ck L SGk 

Ck CM przy 
Al I

Ci jest przenoszony po-
H L do kondensatora docelowego Ck (Fig. 5), przy czym w trakcie przenosze-

Ui Ci 
Uk na kondensatorze docelowym Ck  

W przypadku, gdy Uk na aktualnym 
kondensatorze docelowym Ck UL, 

 K2 CM przypisuje odpowiedniemu bitowi bk 
Ik powoduje otwar-

SLk Ck od szyny L o-
SGk ensatora Ck 

UH. CM e-
lowego Ck A j-

j-
Ck, po czym przy pomocy 

Ik SLk 
nowego kondensatora docelowego Ck L SGk 

Ck  

Ci 
K1 CM Di i-
ka SHi Ci od szyny H, a przy pomocy sygna-

Ik SLk o-
ra docelowego Ck od szyny L SGk 

 Ck UH. CM przypisuje 
Ci 

docelowego Ck 
Ck Ci,  

Di CM SHi 
Ci H CM przypisuje  kon-

densatora docelowego Ck kolejnemu A j-
j-

wego Ck, po czym przy pomocy 
Ik CM SLk e-

Ck L e-
SGk Ck 

 
CM k-

K1 i K2 a-
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nu akty K2 powoduje przypisanie funkcji kondensatora docelowego 
Ck  A 

a-
K1 powoduje przypisanie funkcji kondensato-

Ci kondensatorowi z A o-
wego Ck Ck o-

A 
 

e-
lowego Ck C0 o najmni A. Sytuacja taka 

do kondensatora C0 K1 
K2 j-

K2 CM przypisuje bitowi b0  
rycznego, zgromadzonego w zespole A podczas 

tr o-
bn-1, bn-2 b1, b0 CM a-

przetwarzania (OutR  
I SLn-1, SLn-2

SL1, SL0 i Cn-1, Cn-2 C1, C0 zespo A  
L SGn-1, SGn-2 SG1, SG0 w 

Cn-1, Cn-2 C1, C0 
pierwszej szyny SGall L 

Cn-1, Cn-2 C1, C0 A SHn-2 SH1, SH0 
A SHn-1 H L  

H  

CM o-
ra Cn Cn-1, Cn-2 C1, C0 A L 

Cn i Cn-1, Cn-2 C1, C0 
i-

Cn i Cn-1, Cn-2 C1, C0. 
CM 

InG CM Dall, 
SGall L 

In-1, In-2 I1, I0 SLn-1, SLn-2 SL1, SL0 
Cn-1, Cn-2 C1, C0 A od szyny L i-

SGn-1, SGn-2 SG1, SG0 Cn-1, Cn-2 C1, C0 ze 
UH, AQ powoduje 

SQ lnQ  
L CM 

procesu przetwarzania OutR w stan nieaktywny oraz przypisuje wszystkim n bitom bn-1, bn-2

b1, b0  
InQ 

Cn InG 
m lnQ L oraz 

SLn CM j-
InG CM  

AQ SQ InQ y-
ny L, przy pom In SLn 

Cn od szyny L e-
SGn Cn zego UH, 

Dn-1 SHn-1 
Cn-1 A od szyny H CM 

Ci Cn poprzez wpisa-
Ci CM 

Cn Di i-
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ka SHi Ci H
CM Ck kondensatorowi Cn-1 

A poprzez wpisanie do rejestru indeksu kondensatora docelowego Ck mo-
CM Cn-1 Ik powo-

SLk Ck L o-
SGk Ck 

CM I  
Al k-

Ck ator C0  
w zespole A CM 
przetwarzania OutR k-
sacji. 

 a-
CM n-

Cn Cn-1, Cn-2 C1, C0 A L 
Cn i Cn-1, Cn-2 C1, C0 

Cn i Cn-1, Cn-2 C1, C0. W chwili e-
CM InG CM 

Dall SGall 
szyny L In-2 I1, I0 powoduje 

SLn-2 SL1, SL0 Cn-2 C1, C0 
A od szyny L  SGn2 SG1, SG0 e-

 Cn-2 C1, C0 UH, 
AQ SQ 

lnQ L CM 
OutR w stan nieaktywny oraz 

przypisuje wszystkim bitom bn-1, bn-2 b1, b0  a-
InQ a-

Cn Cn-1 A d-
InG 

elektrycznego InQ L SLn i SLn-1. 
CM InG 

CM AQ powoduje 
SQ InQ od szyny L,  

In SLn r-
Cn od szyny L i-

ka SGn Cn UH, 
Dn-1 SHn-1 

Cn-1 od szyny H CM przypisuje 
Ci Cn poprzez wpisanie do reje-

Ci CM e-
go Cn, a przy Di SHi 

Ci H CM 
Ck kondensatorowi Cn-1 A poprzez wpisanie 

do rejestru indeksu kondensatora docelowego Ck CM Cn-1 
CM I 

Al  i-
Ck C0 o najmniejszej po-

A CM 
procesu przetwarzania OutR  
w stan relaksacji. 
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A    
CM     
K1, K2  komparatory 
I    
UL     
UH     
InQ    
InG    
In1, In2   
B    
E    
OutR   
L    pierwsza szyna 
H   druga szyna 
Cn-1, Cn-2, C1, C0  kondensatory zestawu A 
Cn    
Cx     
Ci    
Ck   kondensator docelowy 
Un-1, Un-2, U1, U0   
Un    
Ux    
Ui     
Uk    
bn-1, bn-2, bx,..., b1, b0      
SLn, SLn-1, SLn-2, SLx, .... SL1, SL0    
SHn, SHn-1, SHn-2, ...., SHx, SH1, SH0    
SGn, SGn-1, SGn-2, ...., SGx, SG1, SG0  pr  
SGall       
SQ         
Al, AQ        
In, In-1, In-2, Ix, ...., I1, I0      
Dn, Dn-1, Dn-2, Dx, ..., D1, D0, DGall    s . 
 
 

 

1. o-
k-

, znamienny tym a-
A (Cn-1, Cn-2, C1, C0), a-

tora o o-
(Cn-1) o naj-

A  u-
(CM) w-

K2 (Un-1) (Cn-1) w-
(UL), 

A
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(K2) 
odniesienia (UL) 

(CM), po czym kondensatorowi (Cx) ze-
A o-

(CM) (Ci), 
(Ci) (CM), 

 kondensatora (Cx) A) o po-
(Ci) 

(CM) (Ck), r-
(Ck) (CM), j-

Ci), a k-
Ci I) 

do kondensatora docelowego (Ck) (K2) 
cie (Uk) ym (Ck (UL) oraz kontroluje 

(K1) (Ci), a gdy w trakcie przeno-
(UL) (K1) o-

wym (Ci) jest K1
(CM) aktualnemu kondensatorowi docelowemu (Ck) n-

(Ci), (Ci) (CM) 
(Ck) (CM), n-

satora docelowego (Ck) A t-
 a-

(Ck) 
I (Ci) do nowego kon-

densatora docelowego (Ck), (Ci) 
do kondensatora docelowego (Ck) (K2) 
(Uk) na kondensatorze docelowym (Ck) jest (UL), 

(K2) (Ck) o-
(CM) A

 
Ck a-

(Ci) do nowego kondensatora docelowego (Ck), przy czym proces 
(CM) 

K1) i (K2) 
(Ck) przez kondensator (C0)  w zespole (A

(K1) (Ui) (Ci) w-
(K2) (U0) (C0) 

dniesienia (UL), przy czym bitom (bn-1, bn-2, b1, b0)  przypo-
(Cn-1, Cn-2, C1, C0) A), l-

(UL) (CM)  
 

2.  1, znamienny tym, e w czasie trwania aktywnego 
(CM) 

(Cn), (CM) 
(Cn) o-

(CM) ego (Ci), o-
(Ci) (CM), 

(Cn), a kondensatorowi (Cn-1) o-
le (A Ck

rejestru indeksu kondensatora docelowego (Ck) (CM), 
(Cn-1), po czym proces przenoszen

I (Ci) do kondensatora docelowego (Ck

(K1) i (K2) a  
funkcji kondensatora docelowego (Ck) przez kondensator (C0) 
(A (K1) Ui o-
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wym (Ci (K2) U0) 
C0 UL). 

3. , znamienny tym, e w czasie trwania aktywnego 
(CM) 

(Cn-1) A o-
(Cn) o 

kondensatora (Cn-1) A (CM) 
(CM) o-

(Cn) (Ci), o-
 (Ci) (CM), 

(Cn), a kondensatorowi (Cn-1) A
kondensatora docelowego (Ck), a-
tora docelowego (Ck) (CM), (Cn-1) 

A  (I)  
(Ci) do kondensatora docelowego (Ck) a-

(K1) i (K2) a  o-
ra docelowego (Ck) przez kondensator (C0) A) kontrolowane 

(K1) (Ui) Ck

(K2) (U0) 
kondensatorze (C0) (UL). 

4. e-

, znamienny 
tym, (InQ) A

E (CM)
(CM) B a-

rzania (OutR), (InG) (In1) i (In2), 
(In1) omparatora (K1), 

A (In2) (CM) 
(K2), 

A u (A (UH)  
(UL) I

Al (CM). 
5. , znamienny tym A) zawiera n (Cn-1, Cn-2, 

C1, C0),  o-
(Cn-1, 

Cn-2, C1, C0) je (bn-1, bn-2, b1, b0)  cyfrowego (B) mo-
(CM) (Cn-1) A) 

(SLn-1) L
(Cn-2, C1, C0) A (SLn-2, 

SL1, SL0), (Cn-1) a-
(SHn-1) z H a-

(Cn-2, C1, C0) A (SHn-2, SH1, SH0),  
 (Cn-1) (SGn-1), e-

go styk ruchomy jest zwarty z jego pierwszym stykiem nieruchomym, a drugi styk nieruchomy prze-
(SGn-1) (UH) 

ni (K1), (Cn-2, 
C1, C0) A (UH) (SGn-2, 

SG1, SG0)  
(SGn-2, SG1, SG0) L) jest 

(SGall) a-
ym drugiego komparatora (K2

odniesienia (UL), (K1), ponadto 
(SLn-1, SLn-2, SL1, SL0), (SGn-1, SGn-2, SG1, SG0) zespo-

A  (In-1, In-2, I1, I0) 
E (CM)  (SHn-1, SHn-2, SH1, SH0) 
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(SGall) (Dn-1, Dn-2, D1, D0) i (Dall) 
E (CM) (InQ)  

L (SQ),  
(AQ) (CM) I

H L (I) 
jest Al CM). 

6. , znamienny tym, A b-
Cn), (Cn) 

(SLn) z pierw L (SHn) H), natomiast 
(Cn) (SGn), 

styk ruchomy jest zwarty z jego pierwszym stykiem nieruchomym, a drugi styk i-
ka (SGn) (UH), (SLn) 

(SGn) (In) (CM), nato-
nika (SHn) (Dn) 

(CM) (Cn-1) o A) jest 
(SLn-1) z L  (SHn-1)  

z H (Cn-1) c-
niczego (UH) (SGn-1), e-

(SGn-1)  
7. , znamienny tym A b-
(Cn) (Cn-1)  

w zespole (A), przy czym kondens (Cn) 
(Cn-1) A L
(Cn) (SLn) L (Cn) 

(SGn), 
(SGn) 

UH (Cn) jest 
SHn H

(SLn) SGn

(In) (CM), (SHn) 
(Dn) (CM). 
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Rysunki 
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